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^Sensor HS(«(PlatjrvSilaniste 
FeuchlB-Test bei RT (3(rC) ungehebl 
" -Silanlstert 
^unbehandeU 
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""TestgasatmosphaiB . 

AA...SENaOR HS01 (PLATtNUlWSlANATED SI3mj AND HA02 (PLATJNUfi(y3l3H4) HUMIDITY TEST AT 

RT(35rC)UNHEATED 
BB...SSLANATED 
CC...UNTREATED 
DD...6K3NAL INV 
£E... SENSOR SrCNALS 
FF_.HLff/IOITY IN % 
GO...rtUMrDITY 

HH... TEST CAS ATMOSPHERE 
II...T1ME IN HOURS 
JJ...H2 IN PPM 


(57) Abstract: The invention concerns a 
sensor with silicon-containing components 
from vfhosc sensitive detection element 
elecirical signals relevant to a present 
analyte can be read out by means of a silicon 
semiconductor system. The invention is 
characterized in that the silicon-containing 
components are covered with a layer made 
of hydrophobic material in order to prevent 
unwanted signals caused by moisture. 

(57) Zusanuneiifassung: Sensor mil silizi- 
umhaltjgen Bauteilen an dessen sensitivem 
Detektionselement elektrische Signale 
entsprechend einem vorhandenen Analyten 
mittels eines StIiziumhaJbleitersysteras 
auslesbar sind, dadurch gekemizeichnet, 
dass die siliziumhaltigen Banteile znr 
Vermel dung von StSrsignalen auf grand 
von Feuchtigkeit mit einer Schicht aus 
hydiophobem Material belegt sind. 
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